
a面サファイア上に形成した高温アニールしたスパッタ AlN上への Al0.6Ga0.4N

厚膜の作製 
Growth of thick Al0.6Ga0.4N film on sputtered AlN with high temperature annealing formed on a-plane sapphire 
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窒化物半導体を用いた深紫外レーザは深紫外領域の高性能光源として医療や環境分野における応用が

期待されている。本グループでは c 面サファイア基板上にアニール処理したスパッタ AlN 上に３次元成

長をすることによって高品質化した中間 Al 組成 AlGaN 厚膜[1]を用いることによって UV-B 領域の半導

体レーザを実現した[2]。この半導体レーザのミラーはドライエッチング法とウェットエッチング法で形

成しているが、量産性を考えるとへき開法の適用が好ましいと考えられる。サファイア a 面上に GaN を

成長させると GaN は c 面成長すること、m 面の方位が一致するためへき開法の適用が可能となることが

期待される。本研究では、a 面サファイア基板上に高品質な AlGaN が形成を試みた。 

図１に作製した試料の構造図を示す。a面サファイア上にスパッタ法によりAlN(150 nm)を堆積しアニ

ール処理を行ったテンプレート上に、AlNホモエピ層（1 μm）Al0.6Ga0.4N 厚膜（5 μm）、Al0.5Ga0.5N ガイ

ド層(180 nm)、2周期のAl0.3Ga0.7N(4 nm)/Al0.5Ga0.5N (8 nm)の量子井戸活性層、AlGaN ガイド層(180 nm) を

MOVPE 法により積層させた。成長条件は、c面サファイア基板上にAl0.6Ga0.4N 厚膜を形成する場合と同

様の成長シーケンスを用いた。その場反射率測定(図2)を確認したところAl0.6Ga0.4N 厚膜（5 μm）の成長

モードはc面サファイア基板上と同じように、初期成長では反射率が下がりそれが回復する３次元成長か

ら２次元成長に移行する成長モードで形成されていることが確認された。また、図3のようにCLによって

ダークスポット密度を測定したところc面サファイア上とほぼ同程度の7.4×108 cm-2であり、光励起による

レーザ発振も確認した。 
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図１ サンプル構造 

図 2 その場反射率測定結果 

図 3 CL 像 

暗点密度：
7.4×108 cm-2
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